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選擇題，共 25題，每題 4分

1. (    ) 如下圖所示，如果減小電阻 BR 之值，則電路之工作

點（Q點）在直流負載線上會如何移動？(A)移向 A點  

(B)移向 B點  (C)移向 C點  (D)移向 D點   
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2. (    ) 如下圖所示，若 V6.0=BEV 、 V2.0)( =satCEV 且

V8.1)( =ONLEDV ，試求點亮 LED 時最小輸入電壓 iV 為

何？(A)8V  (B)11V  (C)12V  (D)15V   
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3. (    ) 如下圖所示電路，若 V7.14=CCV 、 V7.0=BEV 、β

=49、 = k100BR 、 = k5CR ，試求集極-射極電壓 CEV

為何？(A)4.9V  (B)5.9V  (C)6.8V  (D)7.8V   
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4. (    ) 如下圖所示之電路中，雙極性接面電晶體的

V7.0=BEV ，β=50，則 BI 大小為何？(A)0.5mA  

(B)0.25mA  (C)0.1mA  (D)0.05mA   

V10

k1

k9 k1

.1k0

BI

 

 

5. (    ) 如下圖所示之電路，假設 V7.0)( =onBEV ，β=80，

試問 CEV 約為下列何值？(A)1.4V  (B)3.4V  (C)5.4V  

(D)7.4V 
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6. (    ) 如下圖所示電路，設 A0BI ，β=100，

V7.0=BEV ，其電晶體為矽質，其集極與基極之電位

差 CBV 為(A)10.3V  (B)11.3V  (C)12.3V  (D)13.3V 
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7. (    ) 下圖偏壓電路中，工作點位置的決定與電晶體β值

幾乎無關的是 
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8. (    ) 放大器主電路的 = k401R 、 = k102R 、

= k2CR 、 = k2ER 、β=80 及 = k1r ，若在射

極電阻 ER 兩端並聯一個旁路電容器 EC ，試求電壓增

益 vA 為何？(A)–80  (B)–160  (C)80  (D)160   
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9. (    ) 如下圖所示， V7.10=EEV 、 V15=CCV 、

mV25=TV 、 = k5ER 、 = k2CR 、α=0.99，試求

電壓增益 vA 約為何？(A)150  (B)158  (C)165  

(D)172 
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10. (    ) 魯夫在進行電子學實習的放大器實驗時，運用三個

電阻器、一個單切開關、一個電容器 C與一個 BJT

電晶體，在麵包板上組成如下圖所示電路。若已知

BJT 操作於主動區，且接腳由左至右分別為「EBC」，

若 = k1r 、 = k120BR 、 = k1ER 、 = k10CR 、

β=79，試問：（若單切開關初始為斷路狀態） 

C
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將單切開關閉合（ON）後，電壓增益 vA 為何？ 

(A)–790  (B)–860  (C)–990  (D)–1000   

 

11. (    ) 如下圖所示，若 V15=CCV 、

V7.021 == BEBE VV 、 === k5321 BBB RRR 、

= k3CR 、 = k3.4ER ，試求第二級放大器的直流

工作點 ),( 222 CCB IVQ 為何？(A)(4V, 1mA)  (B)(3V, 

1mA)  (C)(2V, 1mA)  (D)(2V, 0.5mA)   
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12. (    ) 如下圖為達靈頓電路，若β1為電晶體 1Q 的β值

（電流增益），β2為電晶體 2Q 的β值，則其總電流

增益（ 12 BE II ）約為多少？(A)(β1×β2)/(β1+β2)  

(B)(1+β2)/(1+β1)  (C)β1+β2  (D)β1×β2   
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13. (    ) 有一個 P 通道空乏型 MOSFET 操作於夾止區，若

V3=PV 、 mA16=DSSI ，試求在(1) V5.1−=GSV  

(2) V5.1=GSV ，汲極電流 DI 分別為何？(A)36mA、

4mA  (B)4mA、36mA  (C)12mA、16mA  

(D)16mA、12mA  
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14. (    ) 如下圖所示，若 V16=DDV 、 V5.1=GGV 、

= k20GR 、 = k5.1DR 、 mA16=DSSI 且

V3−=PV ，試求工作點 Q為何？(A)8V、5mA  

(B)10V、4mA  (C)10V、5mA  (D)12V、3mA   

DR

+

DDV

DSV

−

ov

DI

−

GR

GGV
+

−

GSV
iv +

oC

iC
 

 

 

 

 

15. (    ) 如下圖所示，若 V12=DDV 、 V3=GGV 、

= k04GR 、 = k5.2DR 、K=4mA/V2 且 V2=tV ，

試求直流工作點 Q為何？(A)Q(5V,2.8mA)  

(B)Q(4V,3.2mA)  (C)Q(3V,3.6mA)  (D)Q(2V,4mA)   
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16. (    ) 如下圖所示，若 V12=DDV 、 = k8.0SR 、

= k2DR 、 mA10=DSSI 且 V4−=PV ，試求閘源極

電壓 GSV 為何？(A)–2V  (B)–3V  (C)–4V  

(D)–6V 
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17. (    ) 某空乏型 MOSFET 放大電路，其 mA8=DSSI ，

V4)( −=offGSV ，若工作點 mA2=DI 時，則閘-源極電壓

GSV 及互導 mg 分別為多少？(A) V1−=GSV ，

VmA3=mg   (B) V2−=GSV ， VmA2=mg   

(C) V3−=GSV ， VmA1=mg   (D) V0=GSV ，

VmA4=mg    

 

 

 

 

 

18. (    ) 如圖所示 CS 放大電路，已知 MOSFET 之

=dr ， VmA2=mg ，且 = M10GR ， = k5DR ，

= k1SR ，若實際測量輸入與輸出電壓，且經計算電

壓增益 8−=
i

o

v

v
，則其負載電阻為多少？(A)5kΩ  

(B)10kΩ  (C)15kΩ  (D)20kΩ   
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19. (    ) 如下圖(a)電路，下圖(b)為其輸入特性曲線，若

V6=DDV ， V3=DSV ，下列敘述何者錯誤？(A)臨限電

壓 V2=TV   (B)MOSFET 元件參數 K = 0.5mA/V2  (C)

汲極電阻 = k3DR   (D)電壓增益 6−=
i
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20. (    ) 如下圖(a)所示電路，已知空乏型 MOSFET 元件

參數 mA8=DSSI ， V4)( −=offGSV ，且 iv 與 ov 波形如下

圖(b)所示，若使用直流電壓表測得各點電壓： 0=GV ，

V2=SV ， V4=DV ，求 DR 值為多少？(A)3kΩ  (B)4k

Ω  (C)6kΩ  (D)8kΩ   
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21. (    ) 如下圖所示 CS 放大器，若 MOSFET 參數

=dr ， V12=DDV ， V6)( −=offGSV ，求電壓增益
i

o

v

v
為

多少？(A)-3.33  (B)-5  (C)-6.66  (D)-10   
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22. (    ) 如下圖所示電路，假設電晶體之

VmA2.0=mg ， or 可忽略不計，試求其電壓增益
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23. (    ) 如下圖所示，若空乏型 MOSFET 之參數

VmA2=mg ，則此電路的電壓增益
i
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v
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為多少？(A)–

0.8  (B)0.8  (C)–4  (D)4   
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24. (    ) 如下圖所示電路，若 MOSFET 參數

mA8=DSSI ， =dr ， V4)( −=offGSV ，則電壓增益
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為

多少？(A)4  (B)–4  (C)8  (D)– 8   
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25. (    ) 如下圖所示疊接放大器，已知

VmA221 == mm gg ， = k5DR ， = k2SR ，求

其電壓增益
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